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GaN は高い絶縁破壊電界および電子飽和速度を有することか

ら、パワーデバイス材料として期待されている。我々はこれまでに自

立 GaN基板上に MOVPE 成長した p-n 接合ダイオードについて、

エミッション顕微鏡を用いてアバランシェ降伏時の発光像が結晶成

長後に観測されるステップバンチング状の表面モフォロジーを反映

していることを報告している[1]。また、Fujikura らによって HVPE で

は上記の表面モフォロジーの発生は GaN 基板のオフ角度を 0.4°

以上にすれば抑制できるという報告もされている[2]。さらに本研究

グループでは基板のオフ角度分布とMOVPEエピ膜のステップバン

チング状のモフォロジーの相関について明らかにしてきた[3]。しか

しながら、ステップバンチング状モフォロジーの形成プロセスについ

てはいまだに詳しい報告例がない。そこで、本研究では GaN 基板

上 GaN の成長過程において表面状態がどのように変化してステッ

プバンチング状の形状に至るか検討を実施したので報告する。 

実験は HVPE により製造された市販の 2 インチ GaN 基板上に

MOVPE 法を用いて成長レート 3.3µm/h、V/III 比 1997、成長温度

1030℃にて、nGaN(Si:1e+16cm-3)を 300nm 成長し、ウエハの評価を

行った。その後、再成長 700nm（total 1µm）、2000nm (total 3 ㎛)、

2000nm（total 5 ㎛）と 3 回の再成長後の表面状態についての評価

を行った。GaN基板の中心オフ角はｍ軸方向に 0.4°のものを使用

しているが、結晶の湾曲による面内分布を持つためマッピングを行

って各点でのオフ角を算出した。 

Fig.1 は GaN 基板のオフ角 0.34°の位置における各層膜厚(a): 

300nm、(b):1µm、 (c):3µm における表面状態を共焦点顕微鏡の

DIC(Differential Interference Contrast)像で観察したものである。

成長膜厚の増加に伴い表面モフォロジーが変化していることがわか

る。成長初期の(a)においては、三角形形状のヒロックが見られ、(b)

では三角形のモフォロジーが大きくなり、また密度も増加している。 

一部でヒロックが結合したものがみられる。さらに成長膜厚が厚く

なると線状につながってステップバンチング状のモフォロジーが形

成された。これら成長膜厚と表面状態の結果から成長初期に発生

する三角形状のヒロックが、線状につながったモフォロジーの発生

に関与していることが示唆される。講演では、この三角形のヒロックと

線状モフォロジーの形状、さらに結晶方位について考察する。 
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Fig.1 DIC image of GaN surface grown 

on GaN substrate with 0.34°in the off 
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